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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板上に下部電極、有機EL層、上部電極を形成した有機EL表示装置の製造方法であ
って、
　前記有機EL層または前記上部電極は蒸着マスクを用いた蒸着によって形成し、
　前記蒸着マスクは開口部を形成したマスクシートと前記マスクシートを支持するマスク
フレームによって形成され、
　前記回路基板の熱膨張係数をα(S)とし、前記マスクフレームの熱膨張係数をα(F)とし
た場合、(α(S)-5×10-6℃-1)≦α(F)≦(α(S)+10×10-6℃-1)の関係が存在し、かつ、
　前記マスクフレームの熱膨張係数は前記マスクシートの熱膨張係数よりも大きく、
　前記有機EL層または前記上部電極を蒸着によって形成しているときの前記マスクフレー
ムの温度上昇をΔT(F)、前記マスクシートの温度上昇をΔT(M)、前記マスクシートの熱膨
張係数をα(M)とした場合、α（F)≧α(M)×(ΔT(M)／ΔT(F))を満足することを特徴とす
る有機EL表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記マスクフレームの熱膨張係数は前記マスクシートの熱膨張係数の１．２倍以上であ
ることを特徴とする請求項１に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【請求項３】
　前記マスクシートまたは前記マスクフレームをFeとNiのいずれかを含む材料によって構
成することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の有機EL表示装置の製造方法。
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【請求項４】
　回路基板上に下部電極、有機EL層、上部電極、および、上部電極の電圧降下を緩和する
前記上部電極上の補助電極を形成した有機EL表示装置の製造方法であって、
　前記補助電極は蒸着マスクを用いた蒸着によって形成し、
　前記蒸着マスクは開口部を形成したマスクシートと前記マスクシートを支持するマスク
フレームよって形成され、
　前記回路基板の熱膨張係数をα(S)とし、前記マスクフレームの熱膨張係数をα(F)とし
た場合、(α(S)-5×10-6℃-1)≦α(F)≦(α(S)+10×10-6℃-1)の関係が存在し、かつ、
　前記マスクフレームの熱膨張係数は前記マスクシートの熱膨張係数よりも大きく、
　前記有機EL層または前記上部電極を蒸着によって形成しているときの前記マスクフレー
ムの温度上昇をΔT(F)、前記マスクシートの温度上昇をΔT(M)、前記マスクシートの熱膨
張係数をα(M)とした場合、α（F)≧α(M)×(ΔT(M)／ΔT(F))を満足することを特徴とす
る有機EL表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記マスクフレームの熱膨張係数は前記マスクシートの熱膨張係数の１．２倍以上であ
ることを特徴とする請求項４に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【請求項６】
　前記マスクシートまたは前記マスクフレームをFeとNiのいずれかを含む材料によって構
成することを特徴とする請求項４または請求項５に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【請求項７】
　回路基板上に下部電極、有機EL層、上部電極を形成した有機EL表示装置の製造方法であ
って、
　前記有機EL層または前記上部電極は蒸着マスクを用いた蒸着によって形成し、
　前記蒸着マスクは開口部を形成したマスクシートと前記マスクシートを支持する第１の
マスクフレームと、前記第１のマスクフレームを支持する第２のマスクフレームによって
形成され、
　前記回路基板の熱膨張係数をα(S)とし、前記第２のマスクフレームの熱膨張係数をα(
F2)とした場合、(α(S)-5×10-6℃-1)≦α(F2)≦(α(S)+10×10-6℃-1)の関係が存在し、
かつ、
　前記第２のマスクフレームの熱膨張係数は前記マスクシートの熱膨張係数および前記第
１のマスクフレームの熱膨張係数よりも大きく、
　前記有機EL層または前記上部電極を蒸着によって形成しているときの前記マスクフレー
ムの温度上昇をΔT(F)、前記マスクシートの温度上昇をΔT(M)、前記マスクシートの熱膨
張係数をα(M)とした場合、α（F)≧α(M)×(ΔT(M)／ΔT(F))を満足することを特徴とす
る有機EL表示装置の製造方法。
【請求項８】
　前記マスクシートまたは前記マスクフレームをFeとNiのいずれかを含む材料によって構
成することを特徴とする請求項７に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【請求項９】
　回路基板上に下部電極、有機EL層、上部電極、および、上部電極の電圧降下を緩和する
前記上部電極上の補助電極を形成した有機EL表示装置の製造方法であって、
　前記補助電極は蒸着マスクを用いた蒸着によって形成し、
　前記蒸着マスクは開口部を形成したマスクシートと前記マスクシートを支持する第１の
マスクフレームと、前記第１のマスクフレームを支持する第２のマスクフレームによって
形成され、
　前記回路基板の熱膨張係数をα(S)とし、前記第２のマスクフレームの熱膨張係数をα(
F2)とした場合、(α(S)-5×10-6℃-1)≦α(F2)≦(α(S)+10×10-6℃-1)の関係が存在し、
かつ、
　前記第２のマスクフレームの熱膨張係数は前記マスクシートの熱膨張係数および前記第
１のマスクフレームの熱膨張係数よりも大きく、
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　前記有機EL層または前記上部電極を蒸着によって形成しているときの前記マスクフレー
ムの温度上昇をΔT(F)、前記マスクシートの温度上昇をΔT(M)、前記マスクシートの熱膨
張係数をα(M)とした場合、α（F)≧α(M)×(ΔT(M)／ΔT(F))を満足することを特徴とす
る有機EL表示装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記マスクシートまたは前記マスクフレームをFeとNiのいずれかを含む材料によって構
成することを特徴とする請求項９に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記マスクシートはNiめっきによって形成されていることを特徴とする請求項１乃至請
求項１０の何れか１つに記載の有機EL表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機EL表示装置の製造方法に係り、特に、発光層、電極等、蒸着によって薄膜
を形成するプロセスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機EL表示装置では、発光層としてｎｍ単位の厚さの有機EL層を複数層形成する必要が
ある。また、これらの層は、画素毎に形成する必要がある。しかし、有機EL層は水分が存
在すると特性が劣化するので、通常のウェットエッチング等を使用することが出来ない。
したがって、有機EL表示装置における薄膜形成には蒸着プロセスが多用される。
【０００３】
　有機EL表示装置の蒸着工程について記載したものとして、「特許文献１」、「特許文献
２」、「特許文献３」、「特許文献４」等が挙げられる。「特許文献１」には、エレクト
ロルミネッセンス素子の蒸着層を形成するために蒸発源で蒸着素子材料を蒸発させ、プラ
スチック基板上に蒸着する際に、熱膨張係数が前記プラスチック基板の熱膨張係数に対し
て±３０％以内の材料を用いた蒸着マスクを用いることが記載されている。
【０００４】
　「特許文献２」には、熱膨張係数がガラスの熱膨張係数に対して１６０％以下、３０％
以上の材料を用いた蒸着マスクが記載されている。「特許文献３」には、マスク部と、該
マスク部を外周から保持するフレーム部とを具備するメタルマスクであって、マスク部は
、２０～３００℃の線熱膨張係数αＭ（２０～３００℃）≦１０×１０－６の材料からな
り、フレーム部は、その２０～３００℃の線熱膨張係数αＦ（２０～３００℃）が［αＭ
（２０～３００℃）／αＦ（２０～３００℃）］≧１の材料からなり、マスク部が張力を
維持してフレーム部に保持されているメタルマスクが記載されている。また、「特許文献
４」には、マスクシートとマスクフレームの熱膨張係数をそろえることが記載されている
。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１５１７６８号公報
【特許文献２】特開２００３－１５７９７４号公報
【特許文献３】特開２００４－５８６０１号公報
【特許文献４】特開２００２－３７１３４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＯＬＥＤパネル製造におけるマスク蒸着プロセスでは，精度の高い蒸着マスクを準備し
，デバイス基板と蒸着マスクの高精度アライメントを行う必要がある。しかし，蒸着工程
での熱履歴により，デバイス基板と蒸着マスクは異なる熱膨張を示すため，蒸着パターン
は所定の位置からずれてしまう。また，温度上昇による蒸着マスクのたわみによっても蒸
着パターンは局所的な位置ずれを起こす。
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【０００７】
　マスク蒸着して得られた蒸着パターンの位置ずれには，全体的にずれるものと，局所的
にずれるものがある。材質を変えて作製した蒸着マスクによる実験により，蒸着パターン
の全体的なずれはマスクシートを支持しているマスクフレームの膨張に，局所的なずれは
テンション不足によるマスクシート変形に起因することがわかった。
【０００８】
　マスクシート材やマスクフレームはインバ材，スーパーインバ材等により熱膨張係数の
小さなものが得られるが，基板の熱膨張は抑制できない。デバイス基板の熱膨張を見込ん
だ設計による蒸着マスクによって，ある程度は対応できるものの，プロセス温度の変動に
は対応できない。また，局部的な温度上昇に起因した蒸着マスクの撓みによる位置ずれは
解決できない。
【０００９】
　「特許文献１」～「特許文献４」等では，マスク（シート）と基板の間の熱膨張係数関
係，マスク（シート）とフレームの間の熱膨張係数関係を開示し，蒸着マスク(シート)の
変形を抑制したり，熱膨張をデバイス基板に合わせようとしたりしている。しかし，これ
らの公知例に記載の技術では、蒸着時のデバイス基板と蒸着マスクの熱膨張の関係、蒸着
時における蒸着マスクシートの撓みの問題等の解決にはならず、高精度のマスク蒸着は困
難である。
【００１０】
　本発明は以上のような課題を解決するものであり、有機EL表示装置におけるマスク蒸着
による高精度の成膜を可能とすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は上記課題を解決するものであり、具体的手段は次のとおりである。
【００１２】
　（１）回路基板上に下部電極、有機EL層、上部電極を形成した有機EL表示装置の製造方
法であって、前記有機EL層または前記上部電極は蒸着マスクを用いた蒸着によって形成し
、前記蒸着マスクは開口部を形成したマスクシートと前記マスクシートを支持するマスク
フレームによって形成され、前記回路基板の熱膨張係数をα(S)とし、前記マスクフレー
ムの熱膨張係数をα(F)とした場合、(α(S) -5×10-6℃-1)≦ α(F) ≦ (α(S) +10×10-
6℃-1)の関係が存在し、かつ、前記マスクフレームの熱膨張係数は前記マスクシートの熱
膨張係数よりも大きいことを特徴とする有機EL表示装置の製造方法。
【００１３】
　（２）前記マスクフレームの熱膨張係数は前記マスクシートの熱膨張係数の１．２倍以
上であることを特徴とする（１）に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【００１４】
　（３）前記有機EL層または前記上部電極を蒸着によって形成しているときの前記マスク
フレームの温度上昇をΔT(F)、前記マスクシートの温度上昇をΔT(M)、前記マスクシート
の熱膨張係数をα(M)とした場合、α（F)≧α(M) ×(ΔT(M) ／ ΔT(F) )を満足すること
を特徴とする請求項１または（２）に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【００１５】
　（４）前記マスクシートまたは前記マスクフレームをFeとNiのいずれかを含む材料によ
って構成することを特徴とする（１）乃至（３）に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【００１６】
　（５）回路基板上に下部電極、有機EL層、上部電極、および、上部電極の電圧降下を緩
和する補助電極を前記上部電極上の形成した有機EL表示装置の製造方法であって、前記補
助電極は蒸着マスクを用いた蒸着によって形成し、前記蒸着マスクは開口部を形成したマ
スクシートと前記マスクシートを支持するマスクフレームよって形成され、前記回路基板
の熱膨張係数をα(S)とし、前記マスクフレームの熱膨張係数をα(F)とした場合、(α(S)
 -5×10-6℃-1)≦ α(F) ≦ (α(S) +10×10-6℃-1)の関係が存在し、かつ、前記マスク
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フレームの熱膨張係数は前記マスクシートの熱膨張係数よりも大きいことを特徴とする有
機EL表示装置の製造方法。
【００１７】
　（６）前記マスクフレームの熱膨張係数は前記マスクシートの熱膨張係数の１．２倍以
上であることを特徴とする（５）に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【００１８】
　（７）前記有機EL層または前記上部電極を蒸着によって形成しているときの前記マスク
フレームの温度上昇をΔT(F)、前記マスクシートの温度上昇をΔT(M)、前記マスクシート
の熱膨張係数をα(M)とした場合、α（F)≧α(M) ×(ΔT(M) ／ ΔT(F) )を満足すること
を特徴とする（５）または（６）に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【００１９】
　（８）前記マスクシートまたは前記マスクフレームをFeとNiのいずれかを含む材料によ
って構成することを特徴とする（５）乃至（７）に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【００２０】
　（９）回路基板上に下部電極、有機EL層、上部電極を形成した有機EL表示装置の製造方
法であって、前記有機EL層または前記上部電極は蒸着マスクを用いた蒸着によって形成し
、前記蒸着マスクは開口部を形成したマスクシートと前記マスクシートを支持する第１の
マスクフレームと、前記第１のマスクフレームを支持する第２のマスクフレームによって
形成され、前記回路基板の熱膨張係数をα(S)とし、前記第２のマスクフレームの熱膨張
係数をα(F2)とした場合、(α(S) -5×10-6℃-1)≦ α(F2) ≦ (α(S) +10×10-6℃-1)の
関係が存在し、かつ、前記第２のマスクフレームの熱膨張係数は前記マスクシートの熱膨
張係数および前記第１のマスクフレームの熱膨張係数よりも大きいことを特徴とする有機
EL表示装置の製造方法。
【００２１】
　（１０）前記マスクシートまたは前記マスクフレームをFeとNiのいずれかを含む材料に
よって構成することを特徴とする（９）に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【００２２】
　（１１）回路基板上に下部電極、有機EL層、上部電極、および、上部電極の電圧降下を
緩和する補助電極を前記上部電極上の形成した有機EL表示装置の製造方法であって、前記
補助電極は蒸着マスクを用いた蒸着によって形成し、前記蒸着マスクは開口部を形成した
マスクシートと前記マスクシートを支持する第１のマスクフレームと、前記第１のマスク
フレームを支持する第２のマスクフレームによって形成され、前記回路基板の熱膨張係数
をα(S)とし、前記第２のマスクフレームの熱膨張係数をα(F2)とした場合、(α(S) -5×
10-6℃-1)≦ α(F2) ≦ (α(S) +10×10-6℃-1)の関係が存在し、かつ、前記第２のマス
クフレームの熱膨張係数は前記マスクシートの熱膨張係数および前記第１のマスクフレー
ムの熱膨張係数よりも大きいことを特徴とする有機EL表示装置の製造方法。
【００２３】
　（１２）前記マスクシートまたは前記マスクフレームをFeとNiのいずれかを含む材料に
よって構成することを特徴とする（１１）に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【００２４】
　（１３）前記マスクシートはNiめっきによって形成されていることを特徴とする（１）
乃至（１２）に記載の有機EL表示装置の製造方法。
【発明の効果】
【００２５】
　マスク蒸着工程における蒸着マスクの弛みによる変形が抑制でき，デバイス基板の熱膨
張に対応して蒸着マスクも膨張して寸法を合わせることができるため，（１）蒸着パター
ンの位置ずれ低減，（２）プロセス変動(熱輻射変動)への良好な追従性等の効果が得られ
る。これにより，マスク蒸着工程の製造歩留まりを高くすることができる。
【００２６】
　また、蒸着マスクのマスクシートの変形が抑制できるとともに熱輻射の影響を低くでき
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るため，蒸着パターンの微細化が可能になる。さらに、低テンションマスクとできるため
，蒸着マスクの長寿命化が期待できる。
【００２７】
　さらに、本発明によれば、マスク蒸着工程の歩留まりが向上するので、製品の低コスト
化を可能とすることが出来る。また、 微細パターンのマスク蒸着が可能になることから
製品の高品質化を可能とすることが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下実施例にしたがって、本発明の内容を詳細に説明する。
【実施例１】
【００２９】
　図1は，本発明によるマスク蒸着を示す模式図である。図1において，21はマスクフレー
ム(第1の支持部材)22とマスクシート(薄板材)23からなる蒸着マスクを示し，開口部25を
設けたパターン形成部24(24a,24b,24c,24d)を有している。蒸発源104から蒸発した蒸着粒
子流105が蒸着マスク21内のパターン形成部24の開口部25を通過して，薄膜トランジスタ(
TFT)等を設けた回路基板101上に付着し，薄膜パターンを形成する。ここではポイントソ
ースであるセル型蒸発源をイメージして蒸発源104を図示しているが，これに限定される
ものではなく，リニアソース(ラインソース)や面蒸発源，ノズルソース，等　他のものを
用いても差し支えない。
【００３０】
　103はマグネットでマスクシート23と回路基板101の密着性を高めるものである。マスク
シート23とマグネット103の間にはマグネット103と回路基板101を直接接触しないように
中間板102を設け，磁場の強さを調整している。マスクシート23の板厚は薄いほど高精細
にできるが，強度が低下する。それらを考えて，マスクシートの厚みを20～50μmとする
。マスクフレームの形状や板厚はマスクシートに付与するテンションやマスク搬送・アラ
イメント等を考えて決定する。
【００３１】
　図2は図1の蒸着マスク21の概略を示したものである。図2(a)は蒸着する基板を載せる側
から見た蒸着マスクの平面図を，図2(b)は図2(a)のA-B断面を示す。開口部25を設けたマ
スクシート23がマスクフレーム22に溶接や接着剤により固定されている。
【００３２】
　図3は，図1において，回路基板101とマスクシート23がパターン形成部で接触しないよ
うに空間26を設けた場合を示している。これにより，蒸着マスク21による回路基板101上
に形成したパターンの損傷を防止することができる。
【００３３】
　本発明の特徴は，蒸着マスク21の構成部材であるマスクシート23とマスクフレーム22，
回路基板101の間の熱膨張係数の関係を定めた点である。すなわち，開口部を設けた薄板
材(マスクシート23)を通して回路基板101上に薄膜パターンを形成する際，薄板材(マスク
シート23)を固定支持する第１の支持部材(マスクフレーム22)の熱膨張係数を薄板材(マス
クシート23)より大きなものとし，蒸着する回路基板101の熱膨張係数とほぼ同じに設定し
た点にある。
【００３４】
　このようにすることによって，蒸着工程において蒸着マスク21の温度が上昇すると，第
１の支持部材(マスクフレーム22)の熱膨張が大きいので薄板材(マスクシート23)が引っ張
られる。これにより，薄板材(マスクシート23)の熱膨張による弛みを抑制できる。温度上
昇によって第１の支持部材(マスクフレーム22)が延びると，マスクシート23内に設けられ
ている開口部25の位置がずれてくる。しかし，マスクフレーム22の熱膨張係数を回路基板
101と合わせているため，開口部25の位置ずれは回路基板101内の蒸着場所の位置ずれとほ
ぼ同じになる。その結果，回路基板101上における蒸着パターンの位置ずれを小さくでき
る。
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【００３５】
　図4はマスクフレーム22の熱膨張係数と無アルカリガラス基板(回路基板101)の中心から
200mm離れた場所に形成された蒸着パターンの正規の位置からのずれ量の関係を示したも
のである。蒸着パターンのずれ量が0より大きいことは蒸着マスクが伸びて蒸着パターン
が回路基板101の所定の位置から外側に形成されたことを示している。
【００３６】
　マスクフレームの熱膨張係数が基板の熱膨張係数とほぼ等しいところで蒸着パターンの
位置ずれ量が0となることが分かる。実際には，基板の熱膨張係数より大き目の値の熱膨
張係数のマスクフレームを用いたときに蒸着パターンの位置ずれ量が0となる。この理由
は，マスクフレームが蒸着マスクの保持機構により支えられているため，回路基板に比べ
て温度上昇が少ないからである。
【００３７】
　たとえば，熱膨張係数が3.8×10-6～4.0×10-6℃-1の無アルカリガラス基板上に，熱膨
張係数が約1.0×10-6℃-1の鉄-ニッケル合金(インバー)をマスクシート23とし，熱膨張係
数が4.2×10-6℃-1の鉄-ニッケル合金(42アロイ)をマスクフレーム22とした蒸着マスク21
を用いることにより，基板中心部での蒸着位置ずれはほとんどなく，中心から200mm離れ
た場所での蒸着位置ずれを２μm以下にできる有機EL用有機膜のマスク蒸着を行うことが
できた。
【００３８】
　また，マスクフレーム22の熱膨張係数がマスクシート23より約3.0×10-6℃-1大きく，
マスクシートに対して伸びを示した。そのため，マスクシートのたるみがなくなり，局所
的な蒸着位置ずれを抑制できた。従来より，マスクシートの熱膨張によるたわみを抑制す
るためには，マスクシートにテンションを付与し，このテンションの緩和によって温度上
昇を相殺してきた。そのため，マスクシートの温度上昇が大きい場合には，大きなテンシ
ョンを付与する必要があり，マスク寿命を短いものとしていた。以上述べてきたことから
明らかなように，本発明の適用によりマスクシートに付与するテンションを低くでき，蒸
着マスクの長寿命化に寄与できることがわかる。
【００３９】
　蒸着マスク21のマスクシート23のたわみ(変形)による局所的な位置ずれを抑制するため
にはマスクシート23よりマスクフレーム22の熱膨張量を大きくする必要がある。このため
には，マスクフレーム22の上昇温度がマスクシート23より小さいため，マスクフレーム22
の熱膨張係数をマスクシート23のそれよりも1.2倍以上とすることが望ましい。
【００４０】
　また，蒸着時のマスクフレーム22の上昇温度ΔT(F) 〔℃〕とマスクシート23の上昇温
度ΔT(S) 〔℃〕が把握できた場合には，マスクフレーム22の熱膨張係数をα(F) 〔ppm/
℃〕，マスクシート23の熱膨張係数をα(M) 〔ppm/℃〕，回路基板101の熱膨張係数をα(
S) 〔ppm/℃〕とし，α(F)とα(M)，α(S)の関係を次式のようにすることが望ましい。
α（F)≧α(M) ×(ΔT(M) ／ ΔT(F) )　　　　　　　　　　　　　　　　(式1)        
                                                       
 (α(S) -5×10-6℃-1)≦ α(F) ≦ (α(S) +10×10-6℃-1) 　　　　　　　　…(式2)
　（式1）の意味は、マスクフレーム22の温度がマスクシート23の温度よりも低い場合で
あっても、マスクフレーム22の熱膨張量がマスクシート23の熱膨張量よりも大きくすると
いうことである。また、(式2)は、マスクフレーム22と回路基板101の位置ずれが、回路基
板101の中心から200mm離れた場所において、１０μｍ以下とするための条件である。回路
基板101、マスクフレーム22、マスクシート23の温度を比較すると、マスクシート＞回路
基板＞マスクフレームとなっており、回路基板101の温度がマスクフレーム23の温度より
も高い。
【００４１】
　(式2)の不等式において、α(F)の右側が左側よりも大きいのは、一般には、回路基板10
1の温度がマスクフレーム23の温度よりも高いことに由来している。また、(式2)において
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は、回路基板101の温度がマスクフレーム23の温度よりも１０℃高くとも許容できる範囲
となっている。
【００４２】
　上記関係を満足させるためには，材料選択の余地があるマスクシート23とマスクフレー
ム22の熱膨張係数を調整することが良い。たとえば，FeとNiのいずれかを含む材料によっ
てマスクシート23とマスクフレーム22を構成することが望ましい。
【００４３】
　図9に代表的なトップエミッション型有機EL素子の断面構造を示す。901は薄膜トランジ
スタ(TFT)等が形成された回路基板を，902はポリイミドやアクリルからなる平坦化層，90
3はAlやITOからなるOLEDの第1の電極(下部電極)，904はシリコン系絶縁膜やアクリル，ポ
リイミドからなるバンク，905，906，906R，906G,906B,907はOLED素子を構成する有機膜
を，908はIZO等の透明導電膜からなる第2の電極(上部電極)を，909はAl等低抵抗材料から
なる補助電極を示している。なお、上部電極の抵抗を小さくすることが出来るときは、補
助電極909を使用しない場合もある。
【００４４】
　この中で，蒸着マスクを用いて成膜するのは，有機膜905，906，906R，906G,906B,907
と，IZO膜等透明導電膜からなる第2の電極908，Al等の低抵抗膜からなる補助電極909であ
る。OLEDの赤色素子R，緑色素子G，青色素子Bからなるストライプパターンをマザー基板
１上に形成示した例を図10に示す。図10(a)はマザー基板１上にマスク蒸着によって形成
した個別の有機ELパネルとなるパターン2が配置された外観を，図10(b)はその一部を拡大
して示したものを，図10(c)は断面の一部を模式的に示したものである。
【００４５】
　この図で示すように，本実施例で述べた蒸着マスクはOLEDの発光層等のマスク蒸着(3色
色分け方式)に適用できる。また，同様に微細パターンが必要となる補助電極パターンに
も適用できる。特にこの場合，　蒸発源からの熱輻射のため，蒸着マスクの温度上昇が大
きくなり，熱伸びに起因した変形が大きくなる。このような場合に対しても，本発明によ
る蒸着マスクがマスクシート変形抑制効果を発揮することが出来る。
【００４６】
　図11は，図9の上部電極908のような微細パターンを有しない蒸着マスクに本発明を適用
した例である。図11(a)は小型の有機EL表示パネルに上部電極が形成されたマザー基板の
平面図を、図11(b)は図11(a)のA-B断面図を示す。上部電極としてIZO膜を用いる場合スパ
ッタリング法を用いることが多い。この場合，発光層906のように高精度パターンは必要
としないが，温度上昇が大きいため，マスク変形を抑制する必要がある。IZO膜の蒸着マ
スク下への回り込みを防止するとともに，異常放電を防止するためである。これまで述べ
てきたことから明白なように，この場合にも，本発明によればマスク変形を防止できる。
【００４７】
　以上述べてきたように，本発明の適用により次の効果を得ることができる。
(1)マスク蒸着工程における蒸着マスクの弛みによる変形が抑制でき，デバイス基板の熱
膨張に対応して蒸着マスクも膨張して寸法を合わせることができるため，（１）蒸着パタ
ーンの位置ずれ低減，（２）プロセス変動(熱輻射変動)への良好な追従性，の効果が得ら
れる。これにより，マスク蒸着工程の製造歩留まりを高くすることができる。
(2)蒸着マスクのマスクシート変形が抑制できるとともに熱輻射の影響を低くできるため
，蒸着パターンの微細化に寄与できる。
(3)低テンションマスクとできるため，蒸着マスクの長寿命化が期待できる。
【実施例２】
【００４８】
　図5は，本発明によるマスク蒸着の第2の実施例を示す模式図である。図6は図5の蒸着マ
スク21の概略を示したものである。図6(a)は蒸着する基板を載せる側から見た蒸着マスク
の平面図を，図6(b)は図6(a)のA-B断面を示す。第1の支持部材(マスクフレーム)22の開口
部に蒸着パターンを形成するための開口部25設けた薄板(マスクシート)23を貼り付けてい
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る。この点が，第1の実施例と異なっている。
【００４９】
　このような蒸着マスクはマスクシートとなる部材とマスクフレームとする部材を貼り合
わせたクラッド鋼板を用いることによって作製することができる。この場合，マスクシー
トとなる部材としては熱膨張係数の小さなスーパーインバー材等を用いる。
本実施例の場合にも第1の実施例と同じ効果を得ることができる。またこの場合には，下
記効果も得ることができる。すなわち、(1)微細開口部25を設けているマスクシート23が
小さいため，熱伸びによる変形量を第1の実施例に比べて小さくできること、(2)熱容量の
大きなマスクフレーム22が蒸着マスク21全体に存在するため，マスク温度の変化を抑制で
きることである。また，マスクフレーム２２が回路基板101の熱遮蔽となるため，回路基
板101の温度上昇を抑制でき，温度変化も低減できる。
【実施例３】
【００５０】
　図7は，本発明によるマスク蒸着の第3の実施例を示す模式図である。図8は図7の蒸着マ
スク21の概略を示したものである。図8 (a)は蒸着する基板を載せる側から見た蒸着マス
クの平面図を，図8 (b)は図8 (a)のA-B断面を示す。第1の支持部材(マスクフレーム)22の
開口部に、蒸着パターンを形成するための開口部25を設けた薄板(マスクシート)23を貼り
付けている。この点が，第1の実施例と異なっている。
【００５１】
　このような蒸着マスクは，マスクシートとなる部材をめっき法により形成することがで
きる。すなわち，めっき法によって作製した微細開口部25を有するマスクシート23をめっ
き法により第2の支持部材27に固定し，該支持部材27を溶接や接着剤を用いて第1の支持部
材21に固定すればよい。この場合には，マスクシート23の面積が小さく，温度上昇による
たわみが少ないので，マスクシート23に付与された内部応力(引っ張り応力)によって第2
の支持部材27との熱伸びの違いによるたわみを抑制する。好ましくは，マスクシート23の
熱膨張係数を第2の支持部材27より小さくする。
【００５２】
　めっきによる方法ではNiが主成分となるので低熱膨張のマスクシート23を得ることは難
しい。この場合には，既に述べているように，マスクシートとなる低熱膨張部材とマスク
フレームとする部材を貼り合わせたクラッド鋼板を用いることによってマスクシート23を
作製すればよい。この場合，マスクシートとなる部材としては熱膨張係数の小さなスーパ
ーインバー材等を用いる。
【００５３】
　本実施例の場合にも第1の実施例と同じ効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第１の実施例を示す断面模式図である。
【図２】図１に使用される蒸着マスクの形状である。
【図３】本発明の第１の実施例の他の形態を示す断面模式図である。
【図４】熱膨張係数とパターンずれの関係を示すグラフである。
【図５】本発明の第２の実施例を示す断面模式図である。
【図６】図５に使用される蒸着マスクの形状である。
【図７】本発明の第３の実施例を示す断面模式図である。
【図８】図７に使用される蒸着マスクの形状である。
【図９】有機ELパネルの断面図である。
【図１０】有機ELパネルが配置されたマザー基板の図である。
【図１１】マザー基板において、上部電極が形成された図である。
【符号の説明】
【００５５】
　１…マザー基板、　２…個別パターン、　３…有機膜、　４…電極膜、　２１…蒸着マ
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スク、　２２…マスクフレーム、　２３…マスクシート、　２４a、２４b、２４c、２４d
…パターン形成部、　２５…開口部、　２６…空間、　１０１…回路基板、　１０２…中
間板、　１０３…マグネット、　１０４…蒸発源、　１０５…蒸発粒子流、　９０１…回
路基板、　９０２…平坦化層、　９０３…第１の電極、　９０４…バンク、　９０５、９
０６Ｒ、９０６Ｇ、９０６Ｂ、９０７…有機膜、　９０８…第２の電極、　９０９…補助
電極、　Ｒ…赤色素子、　Ｇ…緑色素子、　Ｂ…青色素子。

【図１】 【図２】



(11) JP 5215742 B2 2013.6.19

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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摘要(译)

要解决的问题：在有机EL显示装置中，为了提高形成由气相沉积形成的
薄膜（例如有机EL层，上电极和辅助电极）的精度。解决方案：沉积掩
模21靠近电路板101设置。在电路板101的上侧，布置有磁体103和用于
调节磁场强度的中间板102。沉积掩模21由掩模板23和掩模框架22构
成。当电路板101的热膨胀系数是α（S），并且掩模框架22的热膨胀系
数是α（F）时，关系:(α（S）-5×10 &lt;SP&gt; -6 &lt;/ SP&gt;°C &lt;
SP&gt; -1 &lt;/ SP&gt;）≤α（F）≤（α（S）+ 10×10 &lt;SP&gt; -6 &lt;满
足/ SP&gt;°C &lt;SP&gt; -1 &lt;/ SP&gt;）。此外，通过将掩模框架22的
热膨胀系数设定为大于掩模板23的热膨胀系数，可以进行高精度的掩模
沉积。Ž
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